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B,Nをコドーピングした 6H-SiCは DAP発光によって約 570nmをピークとするブロードな蛍光

スペクトルが得られることが知られている。これは蛍光 SiC と呼ばれ[1]、ポーラス構造を持った

ポーラス蛍光 SiC と組み合わせることによって演色性の高い白色 LED の作製が可能となる[2]。本

研究では DAP 発光の高効率化に不可欠である B,Nの高濃度コドーピング達成に向けて、BNを中

心としたドーピングソースの模索を行った。 

蛍光 SiC が高い変換効率を得るには 120um程度の膜厚が必要なため、高速成長が可能な近接昇

華法を用いて結晶成長及びドーピングを行った。また、Si 面成長においてステップフロー成長を

維持し表面平坦性確保や積層欠陥回避をするため、高い Si/Cを維持し易い Ta製坩堝を採用した。 

本研究では、①BN 使用前、②BN を用いたドーピング、③BN 使用後の含侵調査、の 3 サンプ

ルについて SIMS 測定を行い、図 1 の結果を得た。②について、B と N の濃度比が大きくなり、

表面平坦性が向上した（図 2）ことから Si-rich の環境が BN によって引き出されていることが分

かった。また、③の結果からこの現象にはメモリー効果があることが確認された。 

 

図 1 BNドーピング濃度       図 2 表面平坦性の比較 (左① 右②) 
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